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はじめに：我々は、ICPエッチングよりもダメージが少ない光電気化学エッチングに注目し、自立GaN

基板を用いて、平坦なエッチング表面を実現した[1]。前回[2]、外部回路との配線のためにコンタクト

形成した通常の光電気化学エッチングにより表面処理したGaNに対して、界面顕微光応答法[3]を用い

てショットキー特性の 2 次元評価を行った。その結果、光電流がエッチング領域において n 形で 5%、

p形で10%増加したことを2次元像として検出した。今回、サンプルへの配線が不要なコンタクトレス

光電気化学エッチングにより表面処理した n形GaN表面の評価を行った。 

実験条件：n 形自立 GaN 基板上に 10 m 厚の n-GaN (Si : 

1.5×1016 cm-3)を MOCVD 法により成長した。コンタクトレ

ス光電気化学エッチングは、0.01 M の KOH+0.05M の

K2S2O8(1:1)の電解液、3.8mW/cm2の UVC 光源を用いて行っ

た。エッチング深さは 199 nm で、SiO2マスクパターンを形

成し、選択的にエッチングした。選択エッチング領域上に電

子ビーム蒸着法で、100 nm厚のNiショットキー電極を形成

した(図1)。基本的な電気的測定として I-V、C-V、Photoresponse 

(PR)測定を行った。界面顕微光応答測定では、レーザ光を半

導体側から照射し、界面で集光・走査しながら光電流を検出

した。単位光子数当たりの光電流をPhotoyield (Y)とする。 

結果と考察：図 2に I-V、C-V、 PR測定から求めた障壁高さ(qB)と電極内のエッチング領域の割合と

の相関を示す。エッチング面積の割合が大きくなると qBが低下する傾向がみられた。図 3にエッチン

グ領域を一部に含むNi/n-GaNショットキー電極の Y像を示す。Yがエッチングなし領域に比べてエッ

チング領域では約 3倍に増加した。本手法ではコンタクトレス光電気化学エッチングによるGaN表面

への影響を高感度に検出した。 
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Fig 1. Device structure. 

Fig 3. Y map of the Ni/n-GaN contact with a 

partially etched region. 
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Fig 2. Correlation between qB and ratio of the 

etched area. 
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